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Ошсывается лазерный усилитель прямоугольно
го сечения с отражением усиливаемого излучения от 
полированных поверхностей. Показано, что распре
деление коэффициента усиления по сечению блйзко к 
равномерному.

Для построения усилительных каскадов мощных лазерных систем 
в настоящее время достаточно широко используются активные але- 
менты, выполненные в виде плит с поперечным прямоугольным сече
нием /1,2/. №качка этих активных элементов производится через 
боковую поверхность плиты. Как было показано в работах /3,4/. 
этот тип усилителя имеет очень неравномерное раецредэление ин
версии и соответственно коэффициента усиления по поперечно14у 
сечению.

Предлагается использовать активные элементы с полированными 
боковыми поверхностями, в которое усиливаемое излучения последо
вательно отражается четное число раз от этих боковых поверхнос
тей. Преимуществом такой схемы является равнсшерность коэффициен
та усиления по апертуре усиливаемого пучка. Креме того, эта схе
ма оказывается менее чувствительной к термическим искажениям, 
внзывакщим градиенты показателя преломления, направленные пер- 
пендикуля|жо к боковым поверхностям плиты /5/.

Целью настоящей статьи явшется сообщение о предварительных 
результатах исследования усилителя на активном элементе прямо
угольного сечения с частично полированными боковыми поверхноспь- 
ни. В эксперименте использовался активный элшвевт из стекла ти
па ПС-21.

Оптическая схема проходов излучения в обычной схеме приве-



дена на рис. 1а, а в схеме с отрахеннями от боковшс поверхнос
тей - на рис. 16.
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Р и с .  I. Прохоадение усиливаемого излучения через активный але- 
мент: а) прямой ход лучей, 6 ) схема с отражениями от боковых

поверхностей

Активный аяемент был помещен в осветительный модуль с 36 
лампами типа йШ-8000-I (по 18 ламп с каждой стороны). Длитель
ность импульса света ламп накачки составляла 900 мкс. В экспери
менте измерялись коэффидиенты усиления в слабом поле для различ
ного хода лучей через активный элемент. Измерение коэффициентов 
усиления щюводилось методом определения порога свободной ге
нерации во вспомогательном резонаторе с калиброванными потехами 
/3/. Использованный Метод давал коэффициент усиления, усреднен
ный по апертуре 3 мм.

На рис. 2 показано распределение коэффициента усиления по 
поперечному сечению активного элемента при накачке 130 дЦк, по
лученное в оптической схеме рис. 1а, Видно, что коэффициент уси
ления крайне неравномерен: усиление равно 3,1 в центре и более 
100 на краю.

Измерения коэффициента усиления при отражении от боковых 
поверхностей в оптической схеме рис. 16 дали величину Ю , 2  при 
той же самой накачке. Неравномерность по апертуре составила не 
более 20^. Отметим, что это значение коэффициента усиления зна
чительно выше, чем коэффициент усиления при проходе луча по 
центру плиты. Величина и однородность коэффициента усиления по 
апертуре пучка в схеме рис. 16 объясняется тем, что каждый из 
усиливаемых лучей проходит через области с различной величиной 
инверсии и коэффициент усиления усредняется по этим областям.

Проведенные эксперименты показали, что усилитель, работающий 
по схеме с отражениями от боковых поверхностей, обладает рядом
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F и о. 2. Распределение усиления по сечению в активном элементе 
из ГЛС-21 при щ ш ю м  ходе лучей (накачка 130 дДх)

преимуществ и поэтому является более перспективным для использо
вания в мощных лазерных системах.
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